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¥l presente invento se reiiere a un procedimiento para la fa-

bricacién de cristales fpticos provistos de medios protectores de.

la vista humana contrs rayos perjudiciales y que se prestan de modo

~especial para gatas contra el sol.

Para la fabricacidn de estos cristales se ban utilizado hasta

el presente las siguientes posibilidades: »
lieaisnte cuerpos colorantes adecuados se teiiia ls masa fluida
de cristal ae tal modo que el cristal acabado presentase la curva

de~t:anép&rencia requerica. Este procedimiento tiene sin embargo el

inconveniente de que los cristalés paré»gafas fabricados y pulimen—

tados résaltan de diversa transparencia respondiendo & su aistinto
espesor, de modo que los cristales convexos absorben por el centro
més intensemente que hacia los bordes, mientras que en los crista—

les cénocavos ocurre lo contrario. Ademds el tefildo ofrece por si

‘mismo cilertas diiicultades caso de que se quiera conseguir una dis-

tribueidn espectral detemminada de la absorcién y la extincidén del
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tinte referida al mismo espesor de la capa, generalmente seré disé
tinte de una fundicidn a otra de suerte gque resultaré diffeil una
fabricacidén uniforme. | ,
Segun otro método de iebricacidn 18 lents propismente tal se
componia de cristal normal sin téﬁir, el cual por una de sus caras
se proveia de otro cristal de recubrimientc teiiido en su masa. De
este modo se podria lograr una transparencia unirorme en tods la su-
perficie de todo el cristal dptico, pero ya en la miema fabricecién
del cristal era rorzoso cuidar de que al rundir el eristal de cubier-
ta sobre el de fondo se tuviésé en cuenta la fome geométriea defi-

nitiva con aproximecién. meto ocasionsba en este procedimiento un

. desperdiéio coneiderablemente meyor gue con los cristales tefiidos

en tods su masa.

Modernsmente se han fabricado cristales para gafas contrae el
sol ép;iean&o mediante procedimientos ffsiqos o guimicos capas me-
télicaééaelgaéaersobre el cuerpo del cristal-pulimenﬁado o tallado,
capargﬁe por efecto de su absorcién metélice rebaja 1agtrahaparen—
cia dsl cristal éptico. kste método sin embargo tieme el incon#enien~
te da -que el poder reflector de la capa metdlica es may elevado, de
tal‘ﬂmnera gue las lentes en cuestidn actuan como espe jos, 81 la ca-
pa.metélica gse provee de otra adicional no metdlica, gue provogque
interferencias de los rayos reflejados en la capa metdlica y en la
de cubierta, entonces en lugar de un espejo metdlicamente retlector

ée logra una reflexidén de luz coloreada. kn ambos casos las.lentes

0 getas protectoras rabricadass por este prdcedimiento, proaneen un

fuerte efecto llamativo sobre las personss de alrededor, de tal ma-
nera que estas gafﬁs protectoras solo tiemen aceptacién em un cifr-
éulo limitado. |

El p:ésente invento suprime esfoe inconvenientes apuntades.
Los criétaleé,épticpsreegﬁh el invento se caracterizan por al menos
una capa superficial absorbente, la cual, para redncir la reflexién,

se~éompone por lo mencs de dos delgadas capas parciales metélicamen~
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te reflectoras con un dieléctrico interpuesto, cuyo espesor es tal
que los rayos luminosos reflejedos en les superficies limitantes de
lae'cabas metdlicas se suprimen précticamente entre sf 'para une lon-
gitud medls de nnda iuminosa A en‘la -gona espectral requerida gue
han de atravesar, & consecuencla de sus interferencias.

El procedimiento segin el invento para la fabricacidén de cris-
tales dpticos se carscteriza po‘rqu.a~ los cristales se proveen de va-—
rias capas pardiasles de la caps absorbente y reducfora de le refle-
xién.

En el adjunto aibujo se ilustran dos ejemplos de ejecucién del
objeto del invento, presentando: '

. la rigura 1 una seccién transversal por una lente provists
por su cara de dos capas parciales metdlicas y'hn dieléctrico in-
terpuesto.’ | 7 |

La rigura 2 la marcha de la reflexién en dependencia de.la
longitud de onda de la luz incidente en un cristal Sptico segin el
invento. o |

. La figura 3 una seccién transversal por ume lente provista
por su superiicie de tres capas parciales metdlicas y un dieléctri-
co‘intarpueéto y ademds de una capa protectora, lente que reduce la
réflexidn en»amﬁas uireécionea del eje Gptico.

e un cristel ouen protector de la vista humana, por ejemplo
de un cristal para gafas contra el sol, se requiere, a base de las
investigaciones moaernaé, gue absorba lo mis completamente vosible
o refleje la luz de onde corte con una lohgitud de onda de menos de
320 mu y la regidn espectral con longitudes de onda de 760-1300 m,
pues estos rayos luminosos pusdenvperjudicar gravemente la vist&, y
de modo egpecial la luz de onaa larga pueae ocasionar perjuieioe:
permanentes en le misme vista. Los rayos ul trarro jos de onda largs
con longitudés superiores a 1500 @/u.perju&ican la vista cuando mds
en sus zonas exteriores, de suwsite gue contre fales~rayns no se ne-

cesite ninguna meaida especial ue precaucidn. La regidn visible del
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espectro con longitud de onda ae 420—]00 mu, debe atravesar lc méa

posible el cristal nrotector sin al%grar esencialmente la impresién
cromdtica, dado el caso debilitando alguna radiacidn luminosa dema—
giedo intensa.

La lente 1 ilustraca en la iigura 1 en seccién transversal es-
t4 provista por una de sus @os caras segﬁn‘el invento con uns capa
parcial 2 metdlica muy delgadsa, con un dieléctricokj‘no metdlico su-
perpuesto y'eon otra capa paiéial inmediata 4 metdlice y delgada.
Las capas parciales 2y 4 metdlica se-comPOnen por ejemplo dé eromo
¥y son tanvdelgaaés que las atraviesa rayos luminosos incidentes, por
ejemplo en 50 % por la capea parciél inrerioi 2, ¥y en 75 % en némeros
redondos por ls capa parcial superior 4. Los restantes 50 % o 25 %

‘se absorben parcialmente por el metal y parcialmente se reflejen,

El dieléetrico 5 situado entre las dos capas parciales metdlicas es

permeable o transparente précticamente por completo y muchas veces

de 8i0 y presente un espesor de n.)f/4,‘siendo,3 1a longitud de onda
obtenida al pasar por'al,dieléctrico, ae la luz situada aproximads—

.mente en el centro de la zona espectral que se yuiere dejar pesar,

v & cuslquier ndmero impar entero. El espesor de toda 1la capa For—

 mada por las capas parciales es aproximadamente 0,1/

k¥l objeto y el efecto de la capa superfiecial absorbente des-

crita son los siguientes:

La luz incidante ae cualquier longitud de onda, a su paso por
las dos capeas parciales metélieas 4 y 2 exper1menta cade vez uns ds—
bilitaeidh,.qne'segﬁn el ejemplo descrito es en la capa superior 4
&é 2H %y em la cepa inferior 2 de 50 »#, de suerte qué en totel unos
37 % de la luz inci&ante atemviesa por la lente. &l o0jo humanc que

- mira & través del cristal guedars pdr ello protegido de antemanc de

toda luz incidente con exceso. &n la guperficie limitante  exterior

- entre la capa parcial metdlica 4 y la luz circundante se refleja

.
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una poreilit de la luz incidente. la amplitud de la luz Terlejada de- -

be ser Al. ¥n la superficie limitante de la capa parcial inferior

-metdlica 2 respecto al dieléctrico ; se refleja nuevamente ciertsa

porcidén de la luz gue todavia atraviesa. la amplitud de ls luz aqui
reflejada el 4, ¥ es‘mjor que &, puss 1a capa parcisl inrverior 2
68 uids gruesa i'esponaiendo & su mayor capacidad de absorcidén y por
consiguiente refleja mejor. Una ﬁequeﬁaporcién ae la luz reﬂéjad.a
en la capa parcial inferior 2 experimenta en la capa f:a;r:eia.l.supe-
rlor 4 todavia otra reflexidn, mientras vque sogin el ejemplo todavia
1,75 % de lé. miana salen aiuera a traﬁés de esta capsa parcial. Esco-
giendo adecuadamente la permeabilidad o transparencia de la cspa
percial metélica exterior 4 y el poder dé reilexién de ambas capas
parcieles metdlicas es posible hacer iguales las amplitudes de la
luz llegada y reflejada hacia iuera en la capa parcial 2 y la ampli-
tud 44 . Como resultado de la aiterencia temporal de la rmrcha de ‘la
luz en el aire y en el dieléofrico 3, las ondas producidas por re-
flexidn en las dos capas parciales 2 y 4+ estdn desplazadas recfpro-
cémente en su iése, de suerte que se>presentan interrerencias. Si
ahora el dieléctrico, como se ha descrito, presenta un ©8pesor as
un miltiplo impar de .l /4 a la trayectoria 6ptica,- entonces los ra—
yoe rerlejaaos para una longitud de onde de A se suprimen recfproca-

mente, pims uno ae los rayog reflejados por érecto.de su doble fase

. & través uel dieléctrico estd desplazado en mu rase respecto al otro

rayo reflejado en una semilongitud de onda. la reflexidn resultante

de unea capa absgorbente de esta cl_qse es por consiguiente iguasl & ce-

ro para la longitud de onda A .

Pare luz de otra longitud de onda varian las relaciones de las
fases, de suerte que no puede teémer lugar una extincidn completa dé
los dos i'ayos' parci&les reflejados. SBe comprende i‘écihente gues sus
amplitudes puédan incluso sumarse en el.caso 1fmite, en que la fa-
cultad de retrlexidén de la capa sea .nmy grande y por consiguiente su

transparencia a los rayos luminosos de -esta 'long.itud de onde resulte
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muchos menor. Segin las leyes' f{sicas conocldes, estos casoé"limites

se presentan con longitudes de onda gue Son mayores o menofes en el

factor.-V'2 que aquells longitud de onda com la que tiene .lugar la

‘re'ﬂexién minima. Dos rayos de reflexién méxima_, seé .&iferenéié.nrentr‘e

8 en sus longitudes de onda en el factor 2 y por. ccn‘siguiente en 'l1a

zona espec'bra.l ‘estédn separados emctamente en uns octava.

En le rigura 2 la marcha de la reflexién R de um cristal Spti-
co fabricado del modo deserito , se ilustra gretfieamente' én dependen-

cia de 1= longitud de onda de le luz incidente, El espesor del die-.

léctrico se escoge de modo gue con una 'iongitud de onda de 560 m.
tenga luger la extincién de la reﬂ.ez:i6n. Hacia ambos lados de la
zonsg esPGc'tral erece ls reflexién pau;le.tine,mente ¥y alcanza con. 400-
mu ¥ 800// el méximo de 6% aproximadamente de 1l luz irradiada.

De agul se desprende que los _cristalea_dyticos provistos de la

. capa absorbente segdn el invento se prestan excelentemente para pro-
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teger la vista humsna, En la zona de la sensibilidsd méxima de la
vista el poder de refloxién de la cé.p& es cerc o muy peqﬁ.eﬁo,, de

suerté que précticemente no sparecerdi en §1 ningums re¥lexidén, mien-
tras que ls zons espectral perjudicial de la radiacidén ultrarroja se

refleja fuertemente y por eso solo se deja pasar debiliteda, y lo

miegmo le luz ui»t::avioleta con une longitud de onde en la zoma de
400 muw. ,

- Bl dieldetrico permite ademds que por eleccidédn adecnada de su.
subst.ancia., por ejemplo de la combiriacién 310, tods le zons, de onda
cort:a; de las longituaes por bajo de 350 nyz/ ses completamsnte opace.

Un cristal protector Sptico construido segin la rigura 1 redu-
ce la reflexidn solo para la luz incidente en una direccidn del aje

6ptic=o, pues no se cunmle ya la condicidén de la igualdad de las am-

" plitudes de loe dos rayos reflejados a causa de ser diierente la

transparencia y el poder de reflexidn de las dos capds metdlicas
para luz incidente en la otra direccidén. Para conseguir la supresién
de la reflexidén y el efecto protector en ambas direcciocunes en igual

grado, es conveniente proveer las dos caras ael correspondiente
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cfistalzéptico con las indicadas ¢apas dbsdrbentes»coﬁstruidas se-
gén el'invento. | |

Pero tembién es poeible lograr en ambas direcciones del eje
visual una reduccidén de la reflexidn por el hecho de gque segin la
ifigura 5 sobre una cara dael cristal 1 existanfbor lo menos tres
capas parciales metélicamente reflectoras 2, 4, 6 con dieléctricos
interpusstos 375 5.

Un rayo luminoso incidente del lado de la capa se refleja

‘an las tres capas parciales metdlicas parcialmente; Las amplitudes

de los rayos reflejados sean &), 4, ¥ Aj; cuyas magnitudes depen-
den del poder de reflexién de la correspondiente capa parecisl y de
la tranepa:encia de las capas parciales metélieas‘antepuéetés'y

las cusles se vuelven a debilitar en su retfoceso por absorcidn y
reflexién parcial. Los espesores de los dos dieldctricos 3y 5 in-

terpuestos se escogen dado el caso diveros y de modo gue las fases

de los rayos reflejados y salientes nuevamente de toda la cape se

deaplacen entre si de maners qpeAloe tres rayos reflejados se anu— '
len por erecto de interferencias pars una longitud media de onda
situade en la zona espectral que hay que atravesar, Esto es posi-
ble ya que el dlagrams vectorial de las tres ondas queds cerrsado,
le cual puesde lograrse siempre variando por lo menos un dngulo de
tase y por 1o menos uma amplitud. |

~ @on la disposicidn descrita de las cépas parciales se tie-
ne por comsiguiente uds libertad de la que se necesita paré lograrx -
une reduccidn de la reflexidn‘en una direceidn, de suerte qus con
las mismas éapas parciales, escogidnuolas adecuadamente y ddéndoles
las ccnvenienﬁes daimensiones, se puede lograr al mismo tiempo para
amoas uirecciones ael eje visual sﬁprimir la reilexidn para una
longituu determinada ds onda. watonces se aaulan entre si siwal té- .
neamente 1Los8 rayos reflejados sefinlados en la iigura 5 PO &4, an
v 43 en une direccidn de inciuencia, y tembién los rayos refleja-—
dos designados por A7y, 475 y.A’j en la otraIQireccidn de inciden—

cis.
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Naturslmente yue es también posible proteger contra la oxi-

dacién ¥y el rayado la capa pareial metélicé situade nmds exterior,

grecias a une delgada éapa protectora resistente al rayado y a los
agentes quimicos. En la rigura 5 se ilustra wna capa protectora 7
de esta clase. Su egpesor se eligerpreferentamante‘dé’n.A21/2,
siendo n cualquier nidmero entero y A la longitud de onda obtenida
en el paso & través de la capa protectora, de la luz para la gue
se obtiene la iedueciéh de la reflexién. Con este espesor de la
capa queda igual la condicifn de la inteffereﬁcia, gue éuando no

existiera capa protectora. Los rayos reflejados en la superficie

.dé la capa protectora 7 poseen en gener&;'amplitud A4 tan pequefia

que no ejerce accidn grandemente pgrturbadara‘ Ademéds es posible

'tenerlﬁ en cuenta al aplicar la capa protectors ébéorbente de mo-

do que la amplitud‘A4 ge necesite para lograr la supresidén comple—
ta de la rerlexién en combinacidn con los rayos reilejados A, Ay
nyB- Con guxilio de esta cape protectoras puede reforzarse el
efecto 6ptico total ya que mediante ella se influye adicionalmen-

te en ls interferencis juntamente con la transparencis mdxims, de

suerte que puede lograrse una proteccidén todavia mayor del cris-

tal Sptico.

Conto material para ia capa. protectora puede emplearse el
mismo que pera iqs dieléctricqs, por ejemplo 8i0.

‘Una capa re&uctqra de la reflexién y aebsorbente, construida

- segén la figura 3 de Beis capas parciales, presenta en su totali-

dad un espesor de solo unas 0,4 .

Naturalmente gue escogiendo adecusdamente el espesor de las

capas dieléctricas parciales es posible dentro del espectro visi-

ble desplazar de tal modo la transparencia mdxima y al mismo tiem-—

po la reduceidn ds la reflexidén, que se obtenga el efecto figiold-

gico mfs favorsble para la vistas y para la impresién crom{tica.

Ademds para conseguir determinados efectos Tiltrantes pueden exis—

tir;tambiéh.més de dos o tres capas parciales metflicamente re-

flectbras con dieléctricos interpuestos.
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" ‘Bs evicente gne en la fabricacidn de capas ébsérhentes re—

ductoras de la reflexiém, el éspesor y el poder de refraccién de

" las capas parciales uieléctricas y la capacidad de absorcibn y el
‘pouer de reflexién de las capas parcisles metdlicas pusde no ser

. slempre exactamente igual ni encontrarse en el grado exacto regque-

rido, de suerte gue los cristales 6pticos obtenid@s.no presenten
siempre una privacién completa de iav;eflexidn ¥y que el minimo de
reflexiln légrado~no exista en todos los ejemplares con exactamen—
te la misma longitu& Je ouua. Pero como segin la rigura 2 la mar—
chs de la vurve de reflexidn en la parte cemtral del espsctro que
bay gue atravesar, se extiaide muy ylana,Alas pequeilay desviscio-
nes originadas de 18 1ongiﬁud de onda existente con el minimo ue
reflexidn, no tienen précticemente ningdn inilujo sobre el efecto
protector del crisual. Usl mismo mouo alguns pequelia relfliexidn

minims resiauel que pouria presentarse al no cumplirse exactamen-

te la condicién ue las awmplitudes, tampoco tiene précticamente

accién perturbadora. 56 ha -comprobado gue la reduccidn de la re-
flexidn es en general suiicientemente grande cuando las amplitu—
des Ay ¥ A, ¥ las A7y y’A’Z de los rayos rerlejados son aproxims—
damente-iguales en las construcciones segin las riguras 1 y 5.

. Para la fabricacidén ae cubiertas ae1gadas metdlicamente re-
flectoras se prestan ﬁor ejemplo ias,siguientes substancias: cromo,
cireconio, titenio, vanadio, molibdeno, etc. Los dieléctriéos v
dadn el gaso la cape protectora existente pueden componerse de las
siguientés substsncias: - ,

Oxidos de los grupos Ib, IX, Iii, Iv, v, VI, ViI y VIIX del
sistema periddico; especialmente los Sxidos metdlicos comb Sid,

5810,, wel, Gely; 4r0, ZrO?, Ti0, 1105, A].QQ3 ete. ¥y t&gpién los

' 8xldos de las tierras raras;

~ Los iluoruros de los grupos II, III, IV, VI del sistema pe-~
riddico, especialmente los rluoruros metélicos; log nitruros del

grupo 111, IV, VI, VIII del sistema peribdico, especialmente los
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‘275 nitruros metdlicos.

Begin el procedimiento sefialado por el invento para fabricar
cristales d$pticos protectofes de esta clase, se los provee de va-
rias capas parchia.le's de la cape absorbente y reductora de la re—
flexién y cisrtamente las aiversas capas parciales pueden produ~

280 cirse por vaporizacién a vacio elevado, por pulverizacién catédica
| o Birvidndose de un método centritugador o proyector por via ffsi-
cé.‘mambién por métodos quimicos pusden obtensrse tales capas del-
gadas, por ejemplo por reduccidn de disoluciocnes o mediante oxida~
cidn o:pcr‘reduccién de geses o también por oxidacidén o reduccién
285 dé7otras substencias con auxilio de gases capaces de reduccidn u
oxidacidn. |

La aplicacién de las capas se efectua preferentemente des—
pués de modelar los cristales.

log cristales dpticos provistos.de capas jrotectoras segin

290 el inyento 8o presten de modo especial para gafas contras el sol y

. pqr& goldar, pero también para cristales o lumas protectoras con—
tra el sol en vehfculos y similares. También es poeible sin més
montar estos cristales en las miras y en los anteojos largavista

0 proveer una ée las lentes de estos instrumentos con las capes

29% protectoras segin el invento. Tenbién es posible aplicar el inven-—
to en los riltros fotogrdficos, en espeéial para vistas de regio-

nes nevadas 0 de nmontaiias.

Pl it lefmiml W O W A t-imi-lotmiotmim2t
8e reivindica como nuevo y de propila invencidn:
l.- Procedimiento para la fabricacidn ae cristales Spticos
300 DTOVistos de medios para protejer la vista humana, especialmente

¥Te gafes contra el sol, carscterizado,porque llevan por lo menos

e

' Louna caps Eﬁgérficial absorbente, que para reducir la reflexidn se
cemponswﬁor lo uwenos de uos capas parciales delgndas metdlicamen—

te reflectoras eon un dieldctrico interpuesto, cuyo esvesor es
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'tal.gue los rayos luminosos reilejados en las superi'eies limitan-

tes do las capas metflicas se suprimen pricticamente entre si por
efecto de interferencias para una longitud media de Onda luminosa
A en la zona espectral requérida atravesada. '

2.~ Procedimiento para la fabricacién de cristales épticos
segin lo reivindicado en el punto 1, caracterizadoc porque los cris-
tales se provesn ae varias capas parciales de la capa absorbente
y reductore de la reflexidén.

5.~ Procedimiento segin lo reivindicado en el punto 1, ca-
racterizado boréue ias dos superticies de lbs cristaiss se proveen
de capas absorbentes reductoras de la reflexidn.

4,- Procedimiento segin lo reivindicado en los puntos 1 y 3,
caracterizado porgue cadas superticie se compone de una trayectorie
éptica compuesta de dos capas parciales delgédas metdlicemente re-
flectoras con un dieléctrico del espesor n'A/4, siendo n cualguier
nfimero impar entero. o

S5e~ Procedimieﬁto segin lo reivindicado en el punto 1, ca-
racterizado porque solo una superficle de los eristales se provee
de una capa absorbente reductora de la retlexidn.

6.~ Procedimiento segiin 1o reivindicadomen los puntos 1 y

5, caracterizado porgque la cape absorbente, existente solo en uns

-superficie, se forma de modo gue se obtiene una reduccién de la

reflexién para embas direcciones.

7+— Procedimiento segin o reivindicado en los puntos 1, 5
y 6, caracterizado porgque la capa se fbrma cori por lo menos tres
capas paréiales delgadas ﬁetélicamente retlectoras con dieldctricos
interpuestos entre cada una. ’ _

8.~ Procedimiento segdn lo reivindicado en el punto 1, ce-
racterigado porqﬁe la cépa reflectors metdlicamente y'limitante
con el aire, se recubre de otra capas protectora.

‘9.— Procedimiento segin lo reivinﬁieadp en el punts 1 y el
8, caracterizado porque la capa proéectora rresenta una trayecto-

ria éptice con edpesor de n A/2, siendo n cualguier mimero entero.
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10.- Procedimiento segin lo reivindicado en los puntos 1 y 8,
caracterizado porque la capa prbtectcra es resistente al rayado o
rasgufios .

11l.- Procedimiento segin lo reivindicedo en los puntos 1 y 8,
caracterizado éorque la capa protectora es resistente & los agentes
gufmicos.

12.- Procedimiento segdn lo reivindicado ea el pumto. 1, ce—
racterizado porque los dieléctricos no son permeables o transparsn—
tes éara ciertas_regiones ael espectrd. \

15«~ Frocedimiento segun lo reivindicado en el punto 1, eca—
racterizado porgue los dieléctriéos s80lo son permeables para la re-
gidn requerida del espectro.

14— rrocedimiento segidn 1o reivindicado en'el punto 1, ca—
racterizado poryus la cava protectora se compons del migmo material
de los dieléctricos.

15.- Procedimiento segin lo reivindicado en el punto 1, ca-
racterizado porgue las uapaé parciales metdlicamente refleetoras'
86, componen ue cromo.

lo.- Procedimiento sexén lo reiviadicado en el punto 1, ca-
racterizado porgue las canas metdlicamente reflector&s,‘se compo-—
nen de circomio.

17 o~ irocedimiento segd¥n lo veivinaicauo en el punte 1, ca-
racterizado poryue las capas metdlicamente reilectoras se comﬁonen
de titanio. 7

18,— Frocedimiento segdn lo reivindicaao en sl punto 1, ca-

racterizado porgue las capad metdlicamente reilectoras se componen

de vanadioc.

19.~ Procedimiento segin lo reivindicedo en el punto 1, ca-
racterizado porque las capas metdlicamsnte reilectoras se componen
de molibdeno,.

20.- Procedimiento seguin lo reivindicado en el punto 1, ca-
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racterizado porgus los dieldéctricos se componen de dxidés de1 grupo

’Ib*del siétema periddico.

21.- Pxocedimientn

segin lo reivindicado en el punto 1, ca—

réeterizado porque los aieléctricos se componen de Sxidos del gru~

po II del sistema periddico.

224~ Procedimiento

segin lo reivinadicado en el punto 1, ca-

racterizado porque los aieléctricos se componen de Sxidos del gru-

po III del sistema peribaico.

23.- Procedimiento

segin lo reivindicado en el punto 1, ca—

racterizado porque los aieléctricos se componen de Sxidos del gru-—

24.——?rocedimiento

.po IV del sistems. periduico.

segun 1o reivindiqado en el punto 1, ca-

racterizado porgue los dieldotricos se componen de Sxidos del Zru—

pPo 'V del sisteme periddico.

2h.—~ Procedimiento

segiu lo reivindicado en el punto 1, ca—

racterizado porgue los dieléctricos se componen de éxidos dei*gru—

PO VI del sistema peribdico.

26.- Procedimiento

segin lo reivindicado en el punto 1, ca—

racterizado porgue los aieléctricos se componen de éxidos del gru-

po VII del sistema periéaico,'

27 .~ Procedimiento

segn lo reivindicado en el punto 1, ca-

racterizado porque los dieléctricos se componen de Sxidos del gru-

‘po VIII del sistema §er16dieo,

28 .~ Procedimiento

P

segin lo reivinaicado en el punto 1, ca-

récterizadé porque los dieldctricos se componen de 6xidos metéli-

co8.
29,- Procedimiento
28, caracterizado porgue
30 .~ Procedimiento
28, caraoterizado"porque
3l.~ Procedimiento

28, caracterizado porque

segin lo reivinaicado en los puntos 1 y
los dieléctricos se componen de 8iO.
segin lo reivindicado en los puntos 1 y
los diqléctricos se édm@onen’de 810,.
seg¥n lo reivindicado en los puntos ly

los dieléctricos se componen de GeQ.
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32+~ Procedimiento
caracterizado porque
f}}.-»Erocedimiento
earacterizado porque
- 34 .~ Procedimiento

caracterizedo pbrque

.. 35,- Procedimiento

caracterizado porque

36 .~ Procedimiento
earécterizado porqus
37 «~ Procedimiento
caracterizado porgue

584= Procedimiento

los dieldctricos se .componen

los aieléctricos se camponen

= 14 ==
segin lo reivindicado en los

segin lo reivindicado en los

los dieléctricos se componen

segin lo reivindicado en los
los dieldetricos se componen

dae ZzOz..

puntés 1y
de TiO0.

seguyn lo reivindiesdo en los
segun 10>feivindicado en los punfos ly
los dieléctricos se componen de 110,.
puntos 1 ¥
. de A1505.
geglin lo reivindicado en el pumto 1, ca-

segin lo reivindicado en los

los dieldetricos se compemen

raeterizado porque los diesléctricos se componen de dxidos de las

tierrass rarms.

.39 .~ Procedimiento

segn lo reivindicado en el punto 1, ce-

racterizado porque 1los dieldctricos se componen de nitruros del

grupo 1ii del sistema periduico.

49.- Frocedimiento segdn lo reivindicado en el punto 1, carac—
terizado porque los aieldctricos se componsen de nitruros del grupo
IV del sistemsa yeriédico. )

4l.— Proceaimiento seygdn lo reiviuuwicado en el punto 1, ca—
racterizado’porque los wieléctricos 86 componen de.nitruros .del
grupo VI del sistema peridaico.

425 42,~ rrocsdimieunto segdn lo reiviadicadao en el punfo i, ca-
grupo VILI del sistema peridaico.

45— Progedimiento segdn lo reivinaicadb enreltpuntoAl, Cca~
‘racterizado porgue los oieléctricos se compouei ue nitruros de los
metales.

" 44,~ rrocedimiento segin lo reivinaicau en el pumto 1, ca-
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raetérizado’pcrque los dieléctricos se componen de flﬁﬁruroé del
grupo II ael sistema periddico. |

45,.,- rrocedimiento segin 1o reivindicado en el punto 1, ca~-
racterizado porgue los aieléctricos sé componen de I luorurcs del
grﬁpo III del sistema peribdico.

460,~ Procedimiento seguin lo feiﬁinaicado er el punto 1, ca-
racterizado porque los dieléctricos ge componen de f'luoruros &el
grupo IV del sistems peridaico. '

47 o= Procedimiento segin lo réivindiéado en el punto i, ca-—
ractérizado’porque los dieléctricos se'componeﬂ de Iluoruros del
grupé VI del sistema periduico.

48.- Procedimiento segin lo reivindicado en el punto 1, ca-

racterizado porgue los.dieléctricos se componen ue rluorurcs de los

metales.

49 ,— Procedimiento segin lo reivinaleado en el punto 2, ca-

‘racterisado porgue los cristales se proveen de las capas después

~

de su modelado o conformacidn.

50+~ Procedimiento segin lo reivindicado en el punto 2, ce-
ractérizaéo porque las capas parciales se veporizan & vacio eleva-
do. ‘

51.- Procedimiento segin 1o reivindicado en el punto 2, ca~
racterizado porgue las capaS'parciales‘se producen.por.pulverizaé"
cién catbaica.

52.~ Procedimiento segdn lo reivinaicaedo en el punto 2, ca—
racte?izado porqué las capas parciéles se proancen con auxilio de
un método de centritugacidén o proyeccidn.

'53.- Procedimiento segin lo reivindicado en el punto 2, ce—
recterizado porque las capas parciales‘se producen devdisolucionea
mediante reduceidn quinica. A

54,~ Procedimiento segﬁn 1o reivindicado en el punto 2, ca—
racterizado porque las capas parciales se producen medisnte des—

composicién de gases.
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55+~ Procedimiento segin lo reivindicado en los puntos 2 ¥
54, caractérizado porque las capas éarciales se pro&ucen por Oxi~
dacidn madianﬁe gases. |

56.— Procedimiento segun lo reivindicado en:los puntos 2 y
54, caracterizado porque las capas parciales se obtienen por reduc-—
e&dn de gases. | |

57.- frocedimiento segin lo reivindicado en el punto 2, ca-

racterizado porque las capas parciales ge producen por descomposi-

‘¢idn mediante gases,

58, Procedimiento segﬁn lo reivindicado en los puntos 2 y
5?,Acaraéterizaao porgue las capas parciales se proaucen por oxids-
cién de gases. ' _

59 .~ Procedimiento segﬁn lo ieivindicado en los puntos 2 y
57, caracterizado rorque lus capas p&reialeé ge producen por reduc-
cifn mediante gases. |

ksta paﬁante recas SOLre "“UHUGHUL sl iU LAMA Le EasdiGACION

Yo CHiovsles UPUIVUL snOVISTOD Dii swoils PAls FhVUhusi LA VISUA HU-

sl PAHA GAFAD UWWIRA ml oUL", como gueds dsacrito

en la presentes memorié, caracterizado vu la anterior nota y repre-

seutado su los adjunios ulibujos.

dadrid, 28 ue April de 1.950,
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